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１．概要（Summary） 

AlGaN 系の紫外オプトデバイス(受発光素子)の特性

向上のため，結晶欠陥形態の評価とその低減が必要であ

る。今回，結晶欠陥のエッチピットを AFMで評価した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

デジタル顕微鏡，大口径 AFM 

【実験方法】 

AlGaN 系のオプトデバイス製造にあたり，デバイス特

性向上の為，結晶欠陥を低減する必要がある。結晶欠陥

の評価として化学エッチングによる結晶欠陥の選択エッ

チング法が有る。微小ピット形成後，キーエンス製のデジ

タル顕微鏡ならびに AFM を使用し，ピットサイズ・形状，

傾斜角などの形態評価を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は，c面 AlGaNエピタキシャル層を酸系化学エ

ッチング液でエッチングした場合に形成されるエッチピット

の AFM Phase Mode像である。エッチングにより，形状

の異なるピットがあることが分った。大きなピット A は六角

形状で，エピタキシャル層がサファイア基板まで溶解され

ており底が平らであり，欠陥がサファイア基板との界面で

発生していることが示唆される。 ピット B は六角形状であ

るが，六つの三角形状の側面を有し，中央に芯を有する。

一般に，この側面は（10-1-2）面群で構成されるとされ，表

面との交差角は約 46°であることの報告がある。 

しかしながら，Fig. 2 の鳥瞰図に示すように，ピットサイ

ズは 10 μm程度で，深さは 100 nm程度であり，交差角

は 1°弱であった。以上，AFM 測定により結晶欠陥エッ

チピット形態の詳細評価が行えた。 
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Fig. 1 AFM Phase Mode 

 

Fig. 2 Bird’s-eye View of AFM 
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